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【はじめに】AlGaN/GaNヘテロ構造は窒化物半導体デバイスに不可欠であるが、両者の格子不整

合に起因した結晶品質の劣化が問題である。緩和メカニズムは、AlGaNにおけるミスフィット転

位とクラックの導入によって説明できるとの報告がある 1, 2)。しかし、クラックを測定する機構は

精度が十分ではなく、ミスフィット転位の測定機構は確立されていない。本研究では、その場観

察 X 線回折測定装置を用いた AlGaN/GaN ヘテロ構造の成長機構分析および組成依存性について

評価した結果を報告する。 

【実験および結果】GaN テンプレート上にその場観察 X 線回折測定を行いながら約 400 nm の

AlGaNを成長させた。図 1に AlxGa1-xN(x = 0.25)における回折スペクトルの半値全幅と膜厚の関係

を示す。半値全幅は膜厚の増大にともない減少するが、飽和する点を確認できた。この飽和点付

近の膜厚の異なるサンプルを作製したところ、XRDマッピング測定の緩和が発生する膜厚とほぼ

一致することが確認できた。また、Al組成の異なるサンプルを作製し、飽和点を解析したところ

図 2 のような結果となった。さらに、光を用いた反りモニターの結果と比較したところ、X 線回

折を用いたほうが XRDマッピングの緩和値に近い結果が得られた。 
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図 2.in situ XRDと理論式の臨界膜厚 

 

図 1. AlxGa1-xN(x=0.25)の膜厚と半値全幅の関係 
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